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第 1部 アンモニウムイミド系室温溶融塩中での銅の酸化還元挙動 8 
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50.00 gのTMHABr(0.224 moI)を 100cm3の脱イオン水に溶解した水溶液と、 64.02gの
LiTf?N (0.224 moI)を 100cm3の脱イオン水に溶解した水溶液を混合し、温度ブoOCに保持し
1時間撹持した。このとき次の反応により無色透明のTMHATf?Nが生成する。






























これに、 5.00gのbis(trifluoromethyl)sulfonyl)amine(HTf;，N) (Fluka製)を脱イオン水100cm3 
に溶解した溶液を約 1時間かけて滴下し、温度700Cで2時間撹持した。このとき以下の反
応によってCu(TfzN)zが生成する。






脱イオン水 17.8cm3に5.00gのbis(trifluor01nethyl)sulfonyl)amineを溶解し 1.0M (M = mol 






10HTfzN + 2ZnC03・3Zn(OH)z→ 5Zn(TfzN)z+ 2HzC03十6HzO






作用電極および、対極は、白金板 (5mm X 5 mm、厚さ 0.1mm)、チタン板 (15mm X 30 
-9-
mm、厚さ 0.6mm)、銅板 (10mm X 85 mm、厚さ 0.2mm)、ニッケル板 (10"mmX 85 mm、
厚さ 0.6mm)、亜鉛板 (10mm X 85 mm、厚さ 0.6mm)、マグネシウム棒(直径2mm、長









参照電極の内部液には、 5cm3のTMHATf2NにLおよびtetra-n・propylammoniumiodide ((n~ 














































RINT2200) により行った。使用したX線はMかKα線 (λ=70.926 pm、管電圧40kV、管電






















































は2.52X 10-4 molのNi2+が還元析出し、アノードでは2.30X 10-4 molの金属Niが酸化溶解し
たことになる。通電量50Cであるから、カソード反応をニッケルの2電子還元反応NP++ 2e 



























5 cm3のTMHATf2NにZn(Tf?N)ゥを 0.3g加え濃度を0.2Mとした浴と、1.5g加えて0.5M 
とした浴についてそれぞれサイクリックボルタンメトリーを行った。Zn(Tf2N)2を溶解した浴
は白色半透明であった。作用極には白金板、対極には亜鉛板を用い、電位走査速度は10mV











































































































































元し、 1価の銅イオンに変換した。体積5cm3のTMHATfzNにCu(TfzN)zを加え 0.01M とし
た後、温度500Cに保って表面を硝酸で洗浄した銅板を72時間浸潰した後、浸演した銅板の
重量を測定したところ、浸漬前に比べ1.7mg減少していた。これは金属銅2.68X 10-5 molに


















V付近に還元電流ピークが見られる。これは1価の銅イオンの還元反応Cu++ e → Cuによる
電流である。 0.5M Mg2+ -0.02 M Cu+とした浴でも、 Cu+0.02 Mの浴と同じ電位において還
元電流ピークが見られる。
2.6.2定電位電解
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? ? ? 電析電位(vs.Iプ13・)
EPMAによる組成分析値















































50 60 70 80 





























? ? ? ? ?
?? ? ?
鉛80 
















(Cu : Mg， at.%) 






91 : 9 
-3.0V 
96 : 4 
?
??
?『????
?
?
? ?
?
36 
